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【はじめに】殺菌、浄水など幅広い用途への応用をもつ AlGaN 深紫外 LED 作製には高品質の AlN

基板が必要である。最近、スパッタ法と高温アニール法を併用することにより低コスト・高品質

の AlN 仮想基板実現への道が拓かれた[1]。これに関し、我々は生産性に優れた DC スパッタ法の

可能性を検討している。これまで、スパッタ後の膜質が不均一性を有すると高温アニールにより

それらがヒロックとして表面に顕現するため、結晶性をトレードオフにアニール温度を下げる必

要が生じることを報告した[2]。今回、高い結晶性と良好な表面状態を両立するテンプレートを実

現し、それを用いた深紫外 LED を作製したので報告する。 

【実験方法】本研究で作製した深紫外 LED の構造図を図 1 に示す。まず Low-inductance-antenna

アシスト DC スパッタ装置を用いて c 面サファイア基板上に AlN を 200 nm 成長したのち、N２雰

囲気で 1700 °C、1 時間の熱アニールを行った。その後 MOCVD を用いて 1 μm AlN および LED 構

造を成膜し、その特性を評価した。 

【結果】スパッタ条件の最適化により、AlN(0002)及び(10-12)面の X 線ロッキングカーブ半値幅が

それぞれ 46arcsec、351arcsec かつ表面粗さが 0.28 nm の高品質 AlN テンプレートが実現した。そ

の上に成膜した LED の電流-外部量子効率(EQE)特性及び EL スペクトルを図 2 に示す。発光波長

290 nm のシャープなシングルピークが確認でき、最高 EQE は 0.82%が得られたことから、DC ス

パッタベースの AlN テンプレートが深紫外 LED に有効であることが確認された。 
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Fig. 1 Schematic diagram of an LED structure. 

 

Fig. 2 EQE of fabricated LED plotted as a function 

of CW current. The inset shows EL spectra. 
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